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(54) Verfahren zur Herstellung von InP-basierten Heterostruktur-Bipolartransistoren auf der

Grundlage von Ill/V-Halbleitern

(57)  Mit bekannten Atzverfahren beobachtet man
beim Herstellungsprozess von Bipolartransistoren ein
stark anisotropes, das heif3t von der Kristallorientierung
abhangiges Atzverhalten.

Vorgeschlagen wird, dass spater wegzuatzende

B

—

Bereiche des lll/V-Halbleitermaterials durch lonenim-
plantation gezielt geschadigt und anschlieBend durch
nasschemisches Atzen entfernt werden. Die damit mog-
liche dreidimensionale Strukturierung der Halbleiterge-
biete ermdglicht einen hohen Grad an Designfreiheit.
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